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はじめに 有機金属分解（MOD）法によって GGG 基板上に作製した Bi 置換ネオジウム鉄ガリウ

ムガーネット薄膜は顕著な垂直磁気異方性を示すことが報告されている 1)。今回、MOD法によっ

て GGG (111) と (100) 基板上に作製した高濃度 Bi置換ネオジウム鉄ガリウムガーネット薄膜に

ついて、高分解能 X 線回折による逆格子マッピングによって、結晶格子歪と磁気異方性の関係 2)

について解析した結果について報告する。 

実験方法 GGG (111) および (100) 基板上にMOD溶液（高純度化学研究所製）をスピンコートし

て、乾燥、仮焼成するプロセスを５回繰り返した後、本焼成（700℃ , 3 時間）により

Nd0.5Bi2.5Fe4.25Ga0.75O12薄膜（BNIGG）を得た。高分解能 X線回折装置（SmartLab, Rigaku Corp.）

により非対称面の逆格子マッピングを行った。 

結果及び考察 Fig. 1に、GGG (111) 基板上に作製

した薄膜の逆格子マップを示す。GGG 基板の非対

称面の鋭い回折線ピークと薄膜の広がった回折線

が観察された。薄膜と基板との面内の格子不整合は

緩和しており、モザイック構造を示すことが分かっ

た。GGG (100) 基板上に作製した薄膜においても

同様な結果が得られた。この結果から、薄膜の示す

垂直磁気異方性は、薄膜と基板との格子不整合によ

る歪によるものではなく、熱膨張率の差による歪誘

導磁気異方性に起因するものと推測される。 
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Fig.1 Reciprocal lattice map for 

Nd0.5Bi2.5Fe4.25Ga0.75O12 thin film on GGG (111). 
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